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	Рис. 1. Температурные зависимости проводимости  наноструктур   Ni/ Si (1-4) и Si/SiO2/Ni (5-6) без магнитного поля (1, 5, 6) и в магнитном поле 8 Тл (2-4, 5а, 6а). Вставка: магнитосопротивление Ni/Si при I (( B ( плоскости подложки.


В данной работе сопоставляются электрические свойства пленок Ni на кремнии (Ni/Si) и наноструктур Si/SiO2/Ni, полученных методом электрохимического заполнения кластерами никеля пор в темплатах. Темплаты изготавливались методом травления треков тяжелых высокоэнергетичных ионов в оксиде кремния на кремнии [1]. Структура образцов изучалась методами РДА иСЭМ. Особенности локального атомного и электронного строения были изучены методами рентгеновской микроспектроскопии на высокоинтенсивнм синхротронном излучении накопительного кольца BESSY II Гельмгольц Центра Берлин. Электрические свойства в диапазоне температур 2 – 300 К и в магнитных полях до 8 Тл изучались в измерительной системе СНNF (Cryogenics Ltd., Англия.
Исследования СЭМ сформированных структур показали эффективное формирование массивов "столбиков" Ni диаметром 150-250 нм в порах матрицы SiO2.Обнаружено, что на гетерогранице Ni/SiO2 не происходит образование фаз каких-либо промежуточных соединений (силицидов и оксидов Ni). На поверхности матрицы SiO2 отмечены в малом количестве окисленные формы Ni(II), которые можно связать с его силикатными и гидроксидными поверхностными соединениями, образующимися в результате электрохимического осаждения. Особенности рентгеновских спектров поглощения, зарегистрированных в том числе на участках диаметром 50-100 нм, показывают, что сформированные структуры образованы фазой массивного Ni, устойчивого к процессам окисления, что говорит об их плотной структуре (отсутствие микро- и нанопор).
Сопоставление температурных и магнитополевых зависимостей электросопротивления, эффекта Холла и импеданса наноструктур Si/Ni и Si/SiO2/Ni показало, что они существенно зависят от взаимной ориентации плоскости пленки/оси наностолбиков никеля, электрического и магнитного полей и плотности измерительного тока. Показано, что при температурах выше 150-200 К в пленках и столбиках никеля происходит конкуренция между лоренцевым и анизотропным магниторезистивными эффектами. При температурах ниже 30 К в магниторезистивном эффекте наблюдается конкуренция между управляемым магнитным полем примесным пробоем в барьере Шоттки Si/Ni, двумерным электронным слоем на изгибе энергетических зон на интерфейсе Si/SiO2 и лоренцевм вкладом в кремниевой подложке.
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